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E1l presente invento se refiere a un disposi-

tivo de circuito integrado semiconductor y a una ba-

" pra colectora de distribucion de corriente para un dis-

positivo semiconductor de circuito integrado.

En la técnica de los semiconductores, se ha
producido un incremento sustancial en los rendimientos
de tratamiento en aflos recientes debido a una compren-

sion y a un control aumentados de los diversos proce-

" dimientos necesarios para formar dispositivos semicon-
ductores. Esto ha conducido a la obtencion de disposi-

- tivos de circuito integrado semiconductores cada vez

r v '
wmas complejos y, desde luego, actualmente no es desu-
i

sado que wna pastilla semiconductora individual con-

ténga perfectamente was de 12.000 dispositivos semicon-

ductores.

Pusde esperarse que en un futuro no demasiado

léjano se realicen intentos para fabricar circuitos

todavie wds complejos. Esencialmente, esto se debe

a que la fabricacion de muchos miles de dispositivos

e$ justamente tan econdmica como la fabricacion de uno

d¢é ellos, desde un punto de vista de tratamiento. Se
puede anticiper que pronmto el componente was importan—

te en el coste de un circuito integrado serd el coste

del encapsulamiento. Por tanto, se esta llevando =

cabo intveansos esfuerzos para encapsular mis y mas dis-
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positivos semiconductores en una,sola“cépsula.

As{, se ha propuesto que en lugar de utili-
zar pastillas individualeé de material semiconductor f;
(por ejeumplo, cuadrados de S:mm de lado) montadas en
un envase d capsula, se haga uso de una oblea comple-

ta de material semiconductor (por ejemplo, con un

didmetro de 25 a 75 mm.). Pal enfoque podria, desde

luego, economizar muchos dé'lbs costes de encapsula-
miento si Jos rendimientos del proceso pueden mante-
nerse satisfactoriamente. La me.orig complets de la
solicitud de patente britanica n® 17.961/74, descfibé
un eircuito intezrado a gran escala en el que, durante
le fabricacidn, se producen dos juegos de obleas, uno
de ellos imagen especular del otro. Las obleds se di~

viden en dos grupos, uno que tiene los circuitos "esen-

ciglmente buenos" y el olro con circultos "esencial-

mente melos". Si el circuito de una oblea del juego .

"egencialmente bueno" es defectuoso, se aisle eldctri~

camente y se monta sobre é1 un circuito de repuesto

que es su imagen especular, procedente de un juego
"gsencialmente malo", Como es uia imageﬁ especular, .
las zonag de ooritacto de entrada/saliéa éel eircuito'
de repuesto "sustituido" coinciéen con lap zonas de

contacto de entrada/salida del cirecuito defectuoso 818~

lado.
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Un problema importante asdbciado con el en-

capsulamiento de una oblea semiconductora que puede

‘contener un dispositivo de tratamiento de datos com-

pleto,es la distribucidn de corriente dentro de le
oblea. En general, aunque las trayectorias conducto-

ras formadas sobre o en la superficie de la oblea son

" gdecuadas como conductores para sefiales, en algunas

circunstancias pu.den tener un espesor inadecuado 0

una anchurs inadecuada para transmivir corriente a

" los diversos dispositivos formados en lg oblea.

De acucrdo con un aspecto del presente in-

vento, un dispositivo de circuito integrado semicon-
ductor comprende un dispositivo de circuito integrado
- semieconductor que iheluye un sustrato semiconductor

_ que contiene una pluralidad de circuitos integrados

dispuestos en dos filas que definen entre ellas un

canal, teniendo-cada circuito, associado con él, ter-

. minales para la sliimentacidn de corriente eldectrica

'a ege circuito, una plurelidad de trayectoriasg conw

ductoras de alimentacidn de corriente formadas en el

sustrato y cada una de las cuales se extliende desde

un terminal hasta uh ares de contacto &n el cansl, y

una barre colectora de corriente gue pasa a lo largo
del canal y que consiste en al menos un elemento de

distribucidn de corriente montado en el sustrato, te-

-4 -
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niendo el o cada uno de los elementos de distribucicn

contactos independientes unidos a &reas seleccionadas

de entre dichas areas de contacto}'y couprendiendo el

o0 cada elemento un conductor.de retorno de tierra y un

conductor de alimentacidn de ténsidn, separados eléc-

tricamente entre si por wna capa de material dieléctri-

CO.

De acuerdo con un segundo aspecto del inven-

$0, una barra colectora de distribucion de corriente

. para un dispositivo de circuito integrado semiconduc-—

tor comprende, pbr lo uenos, un elemento de distribu-

cion de corriente que tiene contactos dependientes des-

tinadog o entrar en contacto con unas seleccionadas

“de una pluralidad de trayectorias de alimentacion de

" corriente formadas en el dispositivo semiconductor in-

tegrado cuando el elemento esté montado en 61, compren-

- diendo dicho slemento de -distribucidn de corriente un
‘conduclor de rotorno de tierra y un conductor de ali-

‘mentacidn de tensidm, aislados eldctricamente entre si

por wna capa de material dieléctrico.

'

. 4 .4 : P
Bl invento se describira shora particularmen-

te, a modo de e&jemplo, con referencié a los dibujos

ane jos, en los gues

le figura 1 es un esqueme do ung oblea semi~

conductora vista en planta,
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la figura 2 es una vista agrandeda de parte

- de la oblea representada en la figura 1,

. . « ! .
- la figura 3 es una vista en seccion transver-

sal dada a lo largo de una linea III-ILI de la figu~

“ra 2,

la figura 4 es una vista en seceidn transver—

sal a través de una pastilla de barra colectora, repre-

L . ?
_sentando una forma de construccion,

la figura 5 es una vista en seccion trans-

versal a traves de una pastille de barra colectora,
representando una forma alternativa de construceion,

la figura 6 muestra una configuracion alter—
nativa para una longitud de conexionado de barra co-
igctora ge corriente,

la figura 7 es una vista en planta que repre-
senta como pueden realizarse conexiones de corriente
para circuitos integrados de la oblesg,

la figura 8 es una vista en seceion trans-
versal a través de una oblea, una péstilla de cireuito
de sustitucion y una pastilla de barra colectora,

la figura 9 representé.un diagrama de blo-
ques de un sistema de distribucion por lmrra colecto-
ra de corriente, tipico,

la figzura 10 representa un circuito equiva—

lente del sistema de distribucidn de corriente ilustra-
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do en la figura 7,

la figurs 11 muestfa cbmo pueden realizarse
conexiones con la oblea en su periferia,

y la figura 12 es una vista en planta de
parte de un plano conductor de una pastilla de bsrra
colectora. |

Haciendo referencia ahora a la figura 1, una
oblea 1 de material semiconductor, tal como silicio,
tiene formadas en ella varias islas © gircuitos imte-
grados 2 dispuestos en filas y columnas. Cada circuito
integrado consiste en muchos wiles de dispositivos se-
miconductores individuales que estan interconectiados pa-
rg congbtituir wn circuito particular. Asi, algunos de
los circuitos 2 pueden constituir unidades aritméti-
cas/iégicas de un dispositivo de tratamiento de datos,
mientras que otros pueden constituir meamorias. Cada uno
de los circuitos 2 estén'eléctricamente agislados de
10s otros cireuitos, excepto en donde estan eléctricamen—

te conectados a otros circuitos por $rayectorias con-

ductoras, no represeatadas, que corren sobre la superfi-

cie de la oblea. Asf, toda la oblea puede constituir un
dispositivo de tratamiento de dalos completo.

 Ia obles y sus circuitos integrados pucden es-
$ar formados por cualquier téeni¢a conveniente tanto en

1a tecnologia de transistores de efacto de campo como

-7 -
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en la tecnolobla de trans1stores blpolares. No se

"dan detalles en esta descrlpclon, ya que no Son nece- -

'sarlos ‘para la compren51on del presente 1nvento.

Cualguiera gque sea la tecnologia utlllzada,

_ la superficie de la oblea esté cubierta, normalmente,

con una capa de material aislante, tal como didxido

» '- - ] . » . ’ 3
de silicio o nitruro de silicio, que no solo sirve

para proteger el material semiconductor subyacente y

ias uniones PN, sino que también sirve como soporte

" para el conexionado conductor. que interconecta los

" diversos circuitos y dispositivos formedos en la

oblea: Ia magnitiud del conexionado dépenderé de la
éomplejidad de los circuitos pero, normalmente, con-

sistira en dos o tres niveles de metalurgia. En la

' presente realizacidn, la oblea tiene tres niveles de

metaliurgia a los gque se hard referencie mas adelante.
7 Interconexiones eléctricas dentro. de un |
circuito 2 estan formadas en la superficie de la'dblea{ ;i
dentro de los 1{mites de ese circuito. Los canales 3 -
formados entre las filas y las columnas de circuitos
2 estén reservados para interconskxiones eléctricas,
no representadas, entre cirocuitos diferentes de los
circuitos 2 y hacia y desde las espigas de contacto
de entrada y de salida (no representadas) de la cblea.

’ N . .
Los expertos en la tecnica eprecisran que, al igual

-8 -
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que empleando trayectorias metalizadaé'sobre la su-

parficie de la oblea para las diﬁérsaé interconexio=-
nes, taubién pueden formarse dentro de la superficie
de la oblea trayectorias cdﬁductoras altamente impuri-
ficadas. Como itales estructuras son bien conocidas en
1a técuica y no forman parte del presente invento, no
se dardn detalles de las mismas. Es suficlente decir,
sin embargo, que si se desean tales canales conducto-
re%, podr{an formarse en el canal 3 de conexionado,
entre las islas 2.

Uno de los provlemas principales asociados
con 8l encapsulamiento de un circuito integrado a
gran escala es la distribucidn de corriente dentro
de la oblea. En teruinos generales, el espesor de la
metalurgia y las ancauras conductoras con inadecuadas
para trabajar conu 1as corrientes contempladas y/o con
las caidas de tension resultantes entre distintés
ireas de la oblea. Otro problema es la imposibilidad
pféctica de deriver cualquier capacidad de desacopla~

wiento en la oblea.

Como se ha mendionadcjen 1o que- antecede,
1os rendimientos de fabricacidn de los distintos se-
miconductores aumentan constantemente. Sin embargo,
para el futuro predecible, sera necesario proporcionar

cierto grado de redundancia dentro de-la oblea, lo cual

-9 =
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quiere Jecir que seran necesarias conexiones de co-
rrlente ndiscreccionales" para conectar a los dispo-

'sltlvos o elrcuitos "ouenos"

El presente inventuv mitiga estos problemas

* proporcionando un nuevo sistema de distribucicn de

corriente o de barra colectora de corriente. Haclendo

V . . ’ o V .
referencia une vez mas o la figura 1, varias barras
colectoras de corriente 4 estan formadas sobre la oblea

l, a lo 1arno de los canales de conex:ionado 3 entre

' 1os cirecuitos 1. Cada barra colectors de corriente 4
‘consiste en secciones de trayectorias 5 metalizadas,

* éonectadas entre si por pastillas 6 de barra colecto-

I

[4 .
Esto se vera mgs claramente en las figuras

-2y 3, que son una vista en plante agrandada y una

viste en seccidn transversal, respectivamente, derpar-
te de la oblea ilustrada en la figura 1. En su forme
mds sencilla, cada barra colectora de‘corriente 3
consistird en secciones de conekionado 51 coneotaﬁas

a una alimentacidn de tensidn partlcular, y de ¢one—

" xionado 5" conectadas al retorno de tlerra o de nmasa.

ILe pastillae 6 de barra colectora, que interconecta
las secciones de conexionado 5'=5' y 5¥=5Y, corsiste
en, al menos, dos niveles de metalurgia separados por

una capa de aislamiento.

_ g -
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Haciendo referen01a anora e la figura 4, que

'es una 56001on transversal ) traves de une forma de -

pastllla 6 de barra colectora, un soporte 6 de sili-
cio tiene una capa 8 de alumlnlo formada en €L por
cualguier nétodo conveniente, tal cowmo por depQ81016n
en vaaio.rLa capa de aluminio 8 puede servir como pla-
no de tierra o de u=sa pafa la barrs colectora da co=-
rriente. Formada sobre la capa de gluminio & hay una
capa O de material de aislamiento, tal como dioxido

de silicio, que puede ser formada por depousicidn ca~

- tdaica. Una segunda capa 10 de aluminio ests formada

sobre la cape aislante S ¥ €sta, & Su vez, €8 cublerta
gor una capa 1l final de waterial de aislgmiento, tal
como didxido de silicio, qué girve para proteger la
capa de aluuminio S. |

En su forma mas sencilla, la ospa 10 puede

conduclr solamente una tensidn, pero, én la préctioa,

pueda estar dividida hasta en varias trayeeforiaa de

metalizecidn separadas cada una de las cuales conduce
una tensidn particular. Un ejémplo de éste dltino caso
ge represents en 12 figufa 12, Zbonas de cOn%éctd 12 y
13 haoen contacto con capas de aluminio 18, respecti-
yamente. Evidentemente, si la capa 10 contiene varias’
ﬁrayectorias conductoras, cada ﬁna de ellas necesita-

vd su propie zona @e contacto. Si se’requiere un gren

- 1] -
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. . . . .
nimero de niveles de tension, pueden emplearse nas

'de do nlveles de metallza01on' 51n ewbargo, esto ado-

'”'lecerla de un 1nconven1ente,'con31stente en que se

orlglnarlan complicaciones debido a efectos de conder—

_cador de desacoplamiento. Las aberturas en las diver-
*-sas capas aislantes y conductoras pueden hacerse€ por

_tecnlcas fotollt0Jraflcas usuales.

Ta figura 12 muestra coémo puede adaptarse la

capa 10 para conducir dos niveles de tension diferen-

‘i;tes. La capa comprende dos regiones de metalizacién
{744 y 45 formadas en la capa aislante 9, Asoc1adas con
| 'las regiones 44 y 45 hay dreas de contacto 46 y 47,

~ respectivamente, cuyo propésito .es permitir una cone-

xidn entre les regiones 44 y 45 con sus conductores

de enlace asociados formados en la oblea. EL contacto

- con el plano de retormo de tierra o de masa subyacente

puede realizarse a través de zonas de contacto 48.

':,Zonas de contacto 49 hacen contacto con el plano de

retorno de tierra y regiones 44 permiten realizar geis
conexlones de tierra o de umsa, tres conexiones de
ten31on de primer nivel y dos ccnex;ones de tensidn

de segundo nivel con un grupo de 1ineas de, alimenia-
c1on de potencia 20 (figura 2). En forma similar, 2zo-
nas de contacto 50 permiten realizar seis conexiones

de tierrs o de uasa, tres conexiones de tension de pri

-12 =
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mer nivel y dos conexiones de tensidn de segundo ni-
vel con otro grupo Ge linea de alimentacidn Ge corrien-
te cuando se monta la pastilla de barra colectofa en
la oblea.

Evidentemente, puedén proporcionarse we.s
conexiones de tensidn foimendo la capa 10 con una dis-
posicidn interdigitada mas extensa de regiones metali-

zadas.

El silicio se prefiere como material para
el sustrato 7, ya que cuando se utiliza con une oblea
de silicio no se produciran problemas debido a fallos
términos. Sin embargo, pueden utilizarse otros s0por—
tes; desde luego, el soporte de silicio 7 y el blano
de tierra 8 pueden.ser sustituidos por un ﬁnico‘sopor—
te de material conductor.

A partir de une oblea de silicio puéden fa~
bricarse muchas pastillas de barra colectora, tenlendo
cada pastilla tipicamente dimensiones de 6 mm de an-
chura por 13 mm de longitud. Como el conexionado en la
pastilla de barra colectora solemente conduce corrien~
te y no conduce seiiales légicaé ni de otro tipo, no es

necasario slcanzar un compromiso en cuanio al espesor

_del conductor, etc. Los expertos en la téenica recono-

ceran que la pastilla 6 de barra colectora pucde adop-

tar diversas formas y puede fabricarse de varios mo-

-13 -
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dose.

la figura 6 ilustra uia forma preferiéé que

" es particularmente conveuiente pars la fabricacicn.

- Como ocurria con le disposicidén ilustrada en la figu-

ra 4, un sustrato 7 de silicio lleva una capa § de

. aluminio. Excepto por un area 14, a la que ha dé rea-
" iizarse una conexion eléctrica subsiguiente, la su-

° perficie de la capa de aluminio & esta anodizada para

formar una capa aislante 15 de oOxido de aluminio. Una -

" capa 16 de aluminio esta formééa sobre la capa de

: 6£i60715, y une capa aislante final 17 esta formads
.sobfe la capa de aluminio 16. De preférencia, la capa
17 es de didxido de siiicio; depositado en cualquier

- forma conveniente o, alternativamente, puede estar

formaﬁa por la anodizacidn selectiva de la capa 16.

Las zonas de comtacto 18 ¥y 19 completan la estruc%u¥ 

ra.
Yolviendo ahora a las figuras 2 y 3, los en-

laces de metalizacidn 5 esten formados en la superfi-

"~ gle aislada superior de la oblea 1. Al mismo tiewpo,
se forman enlaces 20 d6 alimentacidn de eorriente en

' 1a superficie superior, para distribulr corriente des-

de la barra colectora de potencia 4 a las islas 2 de
circuito integrado. Ia metalizacidn 5 y la metaliza-

cidn 20 constituyen el tercer nivel de metalizacion en

- 14 -
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1g oblea 1. .

- Como los valores 3 conxlenen un qeg,undo ¥
posmulcmente, un primer nlveles de metallza01on para |
fines de dlstrlbuc¢on de seﬁales, puede seyr deseable?ir
adoptar medidas para reducir efectos de acoplamlento
de ruido entre los enlaces 5 de distribucion de corrlen
t8 y el conexionado subyaceiite. Para este propdsito,
los enlaces 5 representados en la figura 2 pueden ger
sustitliildos por enlaces 21;Ven forma de C, representa— 7

dos en las figuras 6 ¥ 7.'§aﬁﬁ prétegér y pasivar la

‘metallzac¢on 5 (21) y 20, la superficie superior de

lg oblea se cubre con una capa de material aislante,

" no representada, por ejeuplo de didxido de silicio.

Se forman por atague quimico aberturas 22 en la’ capa
de p&SlV&ClOn pars peruitir le realizaﬂion de contac-

tos con la metali&aclon subyaoente.

La pastilla 6 de barra oolectora L] monta

"en la oblea 1 como una pastilla ciigas Gonexiones son

realizades simultineamente por apliomcidn de calowr,
haciendo contacto eldotrice dreas de contacto de la

pastilla 6 con greas de contacto'de la oblea que es-

. 4én sonectalas a la metalizacidn Gsl tercer nivel a

través de las aberturas 20, Pueds emplearse una diver-
gided de tdenicas de anidn de pastillas. Asl, el conu-’

tacto puede realizarse a tpaves G6 diminutas bolas

-15 =
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metalicas interpuestas y unidas entre las areas de

contacto en la pastilla 6 y las areas de contacto en

la metélizacién 5y en le metalizacidn 20.

De preferencia, sin embargo, las pastillas
6 de barra colectora son unidas a la oblea utilizando
una técnica de reflujo de soldadura de splastamiento

controlado. Tal técnica se describe con deialle en

la meworia coupleta de las patentes britenicas nrs.

1298115; 1.159.979 y 1.143.815.

kn pocas palabras, y haciendo referencia

@ la figura 3, las éreas de contacto en la cara in-

ferior de la pastilla 6 son provislas de zonas de
contacto de soldadura, por ejemplo, por evaporacién,

como en el caso de las areas de contacto de la meta-

lizacidn 5 y de la metalizaecidn 20, cuando se desea

sonectar éstas entre si. Si no se desea conéctar
areas de contacto particulares, no tiemen que propor-
cionarse zonas de ¢ontacto de soldadura. La pastilla

6 se sitla luego sobre la oblea 1 con las areas de

contancto en coincidencia. Bl conjunto se calientsd,

por ejemplo colocdandolo en un horno o @irigiendo gas
caliente hacia la pastilla, para provocar la fusidn
del material de soidadura. Los efectos de tensiéﬁ su~
perficial hacen gque el materiai c¢e soldadura fundido

soporte lds pastilles 6 y las sitle de manera precisa

- 16 -
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con respectc a la oblea 1. E1 conjunto se enfria pa-
ve- unir las pastillas 6 a la oblea 1 mediante las unio-

nes 23 de meterial de soldadura. Sera evidente que el

ndmero de areas de contacto gqus han de unirse en cade,

pastilla dependerd del nimero de alimentadores de ten-

sidn 20 y del nimero de enlaces de me talizacion 5 (es-
tos dependen a su vez, basicamente, del ntmero de nive-
les de tension que han de alimentarse & las islas de
circuito integrado). Pare impedir un crecimiento inde-
geable de corrieckes en las areas de contacto, puede
ser necesario utilizar més de un drea de contacto en
cada alimentador 20 o en cada enlace 5.

Ia figura 7 es una vista en planta que repre-

gsenta la disposicién descrita en 1o que antecede con

mayor detalle, excepto en que las dreas de contacto en
le pastilla 6 de barra colectora se hen omitido del
dibujo por ragoncs de claridad. la figura 8 es una vis-
e en seccidn transversal a lo largo de la linea VII-
~VII de la figura 7 y sirve para ilustrar los diversos
nivelss de metalizaecidn. Haciendo referencis shora &

la figura 7, parte de una barra Goléctora de distiribu-
cifn de dorriente constiluida por'éﬁladés 21 de mstali=-
zaoldn en forme de O y una pastilla 6 de harra colece
tora, estan situados entre las filas de islas 2 de cir~

cuito integrado. Los alimentadores 20 suministran co=-

- 17 -
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rriente desde éreas de contacto, 'no representadas,

"bago la pastllla 6, a las islas’ 2 de circuito. Como .

puede verse mas olawamente por referen01a a la figura’

”.8 10° alimentadores 20 estan constltuldos por el ter-

. cer nivel de metalizacion de la oblea 1.

Situadas en torno a las iglas 2 de circuito

: :hay éoﬁas de contacto 24 de entrada/salida que forman
t 'pafte del segundo nivel de metalizacidn de la oblea
;', 1. Para ilustrar la forma en que la teécnica de pasti-
.',_'ilérde barra colectora es compatible con la técnipa
:'dé.pastilla de repuesto antes mencionada, la pastilla

- de fepuesto 2R se muestra montada en la oblea para

sustituir una isla 2 de circuito integrado que era
defectuosa. Esta técnica de sustitucién de pastilla
se deseribe éon detalle en la memoria complets de la

solicitud de patenie britamica n? 17.971/74 perd, en

pocas palabras, la pastilla de repuesto 2R s ung ima-

- gen eéspecular de la isla 2 a la cual ha de sustituir

(obsérvese que €sta se representa en foris simplifica~

da en el dibujo). Asi, cuando se invierte y se monta

en la forma representada, sus greas de contacto estdn

en coincidencia con lup dreas de contacto en la oblea

1.

Convenientemente, le pastilla de repuesto

2R y las pastillas 6 de barra colectora se unen a la

- 18 -
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oblea en forma simultanea por una téenica de reflujo
de material de soldadura, dé aplastamiento controlado,
gue se describirs ahora con referencia a la figura 8.
La oblea 1 se muestra cublerta con una capa 25 d¢ ma-
terial dieléetrico, por ejemplo didxido de silicio,
que sirve para proleger la superficie de la oblsz y
que también soporta el primer nivel de metalizacion
26, por ejemplo, de aluminio. ILa metalizacion 26 hare
contacto, naturalmente, con la oblea en diversas posi-
ciones determinadas por aberturas, no representadas,
de la capa 25. Una segunda capa 27 de material dielée-
trico gubre el primer nivel de metalizacion 26. Sobre
la capa dieléctrica 27 nay une metalizacion 28 de se-

gundo nivel que ineluye una zona de conmtacto de entra-

.da/salida. En la disposicion particular ilustrada en

la figura 8, la zoua de contacto 24 esta conectada a

la metalizacion de primer nivel exteriormente aislado.
Se apreciard sin embargo que tal conexidon podria reali-
zarse dentro de la isla 2.,

Le metalizecidn 28 esta cubierta con una ca-
pa 29 de material dieléctrico Que lleve un tercer ni=-
vel de metalizacion 30 en su superficie. El tercer ni-
vel de metalizacidn 30 incluye los enlaces 5 (no mos-
trados en la figura 8) y alimentadores 20, de los cua=

les se muestra uno conectando una zona de contacto 24

- 19 -
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de . entrada/sallca en el area de contacto 3. El con-'

' Junto es»a cublexto con una capa flnal 32 de materlal
j"_dlelectrlco que lo protege contre la corr031one Los

:, leGPoOS niveles de metalizacicon 26, 28 y 30 ¥ 1as di~

versas capas dieldctricas 25, 27, 29, 32, pueden for-

marse'por cualcuier téenica conveniente, al igual que

‘las sberturas que Son necesarias en las’ capas. Normal-
' mente; la mietalizacidn gera de aluminio y las capas

" dieldotricas serdn de didxido de silicio.

%1 contacto 31 para la pastille 6 de barra

colectora y sl contactc 33 para la pastilla 2R de re-

‘puesto pueden ser una Unica dapa de metal o una capa

compueste de metal: La superficie expuesta'es tal que

puede ser humedecica por un material de soldadura 23

particular gque se estd utilizando. El contacto 18 de

la péstilla 6, el contacto 33' eh la pastilla 2R y el

contaeto 31 y el comtacto 33 en la oblea 1 se recubron, .-

sada uno, con una capa de material de soldadura, por
ejemplo por evaporacidn. Las pastillas 6 y 2R se co=
locan sobre la oblea 1 con una pequefia cantidad de
fundénte aplicada & cada contacto. Las pastillas se
someten lusgo & uhe operacion de reflujo de material
de soldadura. Oomo el material de soldadura fundido
humedece los contuctos pero, como maximo, humedece s0-

1o parcialmente las areas circundantes, los efectos de

- 20 -
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tension Superilclal hacen que el maherlal de soldadura

LW

en’ fu31on soporte las pastlllas. Cuando se enfrla el

.- eonjunto, el ugterial de soldadura se solldlflca para

formar uniones 23 de materlal de soldadura entre las
pastillas y la oblea. Una ligera deslineacitn puede co-
rregirse mientras el matefial de soldadura esta en es—
tado fundido debido a efectos de tensidn superficial.
La figura 9 es un diagfama de bloques que re-
presenta una barra colectora de corriente 4 en la
oblea. Los conductores 1 a 4 representan diversas is-
las de clrculto, los bloques My L representan, cada
uno, enlaces metalicos 5 o 21, los bquues 1/2BC repre-
sentan, cada uno, la mitad de una pastilla & de barra
colectora, y los blogues P representan, cade uno{ los
alimentadores 20 desde las pastillas de barre coiecto-
re & las islas de ciroulto. '

La figura 10 es un diagrama en eireuito equi=

valente que representa diversos valores de rosistencis,

inductancis y capacitancia pare ung configuraoién par-

ticular de barra .colectora de distribueidn 88 corriente.

 Dentro de cada alimentador F, la seccidn F' represente
. _ j

N

el enlace Ge las zonas de gontacto de larra colectora

de coyrients a orificios pasantes en la tercérg odpe
de metalizacion, P representa 1l dimensidn en el pri=- .

mer nivel de metalizacidn pera la isla, y F"' represen-

- 21 -




© o uvo o ta la metalizacidn dentro de 1a”isla.’Los'va16res de
. 01rcu1to partlcul¢reg representados son unlcamente -

1lustrat1vos, ¥ son los obtenldos cuando cada pastl—f;

':lla-de barra colectora'con51ste en una pastllla de
“ 5 . silicio de 6,35 mu x 13,335 mm, en la que estén depo-
- 51tadas dos capas de aluminio, cada una de 6,35 um 7

% 12 7 mm de area, separadas por 0,35 micras de ox1do

o rde alumlnlo, tenlendo las capas de aluminio una re-
, : leifsiot1V1dad ds 10 mJ\—/cuadradc. Se supone que las
10

:fetapas de concxidn tienen forna de Cy como se repre-

R PRI k ;'senta én la figura 6, con las siguientes dimensiones:
ffé'37:;j.riivffl;; S = 6,096 mu; W = 2,54 mn; L = 3,556, y ¢ T = 0,254 m,
- . h fambign con una resistividad laminar de la metaliza-
- i}fciép igual a 10 m-/cuadrado. En el borde de la':'

'jbbleé;VSe supone que en énlace de conéxién,tienéi

'Jf 'una anohuxa de 2,54 ma y ung longitud de 3,81 mm.'
Se supone que loe enlaces de allmentaclon tmenen una
anchura de 0,508 mm y ung longitud de 2,54 mm ; dess 
de la zona de contacto de pastille de barra colecto-

20; .. T8 a la conexidn de isla. Ia conexidn entre la cone- °

inon dé isla y el borde de la’'isla se supone qué

H tlene 0y /6656 mu de lonsitud con wia enchura de 0,508

M
Como ls barre colectora de corriente des-

26  crita puede considerarse como una 1{nea de transmi-

- 22 -
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szon, es partloularmente adecuada para empleo en 01r—5§

bel “*

cultos 1ntegrados que son actlvados por 1muu130= en

v

lf;:vez ae tener un potenc1a1 constante de corrlente con_ra
'“. t;nua aplicado a ellos. La elecclon del dlblddor en |
- las pastlllas de barra colectora para separar las dos

o meﬁalizaciones, debe realizarse.teniendoren cuenta la™ .

" creacibn de la capacitancia mas alta posible entre los

dos nivéles de metalizacion. Comd sé he. indicado'en 10

,'que antecede, el oxido de alumlnlo es una bueua elec-
v 01on, aunque el v1dr10, el dlox1do de 3111010, el ti-. o

"-i7rtanato de Bario y otros maberiales dlelectr1008: son

,adecuados.

Aunqué se ha descrito una oblea en la qué una

ﬂ ;isla de circulto completa ha sido'suétituida por une-

'paetilla de repuesto, serd evidente que para sﬁpérar

1wuno de los problomas de rendimiento de fabrlcaolon

tpuede 1ncorporarse clex%a redundancma en 1as 1slas de
’foircui%o. Intorices seznaznecesaria la activacion dlS-

~;ﬂcrec10na1 de las islas y esto puade congegulrse fhell~

mente cort 1oy eistemas de distribucion antes deseri-

ri_'f'toe.

Asi, los allmenﬁadores de a@rrmente 20 pueden E

¢star formados en dos canales y cqnectados g cads zona

‘de contecto de entrada/selida posible en torno a la ig~

-~ la 2 que pueda exigir la aplicacién de -corriente & la

- 23 -
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misma. Sin ewbargo, los enlacesgde alimentacion no se-

léccionados no estan conectados a las pastillas 2 de

parre colectora al no proporcionarse conexiones de ma-

_terial de soldedura entre combinaciones no deseadas de

las arcas de contacto 18 y 31, figura 8.
Les pastillas 6 de barra colectora de co-

rriente ilustradas suministran, cada une, potentia a

" custro islas 2 de circuito integrado. Sera evidente

- que alargando las pastillas, pueden abarcar mayor nu-

mero de islas 2 y aliuentar corriente a seis u ocho

 islas de circuitc. El 1fmite enuel nimero de islas que

han dé alimentarse a partir de-.cada pastilla de barra

colectora viene determinado por las posibilidadbs

" - précticas de fabricar y menipular las pastillas de ba-

rra colectora mas larzas.

Las pastillas de barra colectora poseen una
inductancia inheérentewente baja, debido a gue los‘éon-
duotores de Lensidn y de retorno de tierra guarden
una separacién comprendida entre 5 y 10 micras enfre
s{,idependiendo del espegor del aislador utiligado.
Adicionalmente, conio puede utiiizarse metalurgia de
mayor esgpesor de lo gue seria normalmente pogible en
la oblea, solaumenle existe una calda de tensidn peque-
fia a lo largo de las pastillas de barra colectora.

Adewmds, la metalurgia de pastilla puede tener un gran

- 24 -
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area para'reducir la ;esiétencia sin que se presenfen
problemas de piqaduras inpérenies en la metalurgia de
gren trea en obleas.'También_sé?é evidente que?el e~
pleo de pagtillas de barre. colébfora permite conse-
guir un desacoplamientd distribuido, actuando cada
pastilla de barra colectora como condensador: con una

cepa de aislamiento de oxido de aluminio de 10 mi- -

cras, es posible proporcionar una capacitancia de S60

»
P .

La figura 11 ilustra—06m0 puede montarse la.
oblea 1 terminada en una montura 34 anular. Un conden=
gador 3% de pastilla de desacoplamiento (por eéjemplo,

de 5 microfaradios) egta conectado entre las trayec-

torias conductoras metslizadas 36 y 37 en la montura

34, Las tray.ctorias conductoras 38 y 39 en la oblea
1 ge comecian a circuitos periféricos 40 que pueden

incluir excitadores de corriente, etc., para alimen-

4ap corrienté a 1os circuitos 4 de distribucidn de co=

yedente. Alambres volantes 41 y 42 conettan las tra-
yegtorias 36 y 37 a trayectorias 38 y 39, respectiva-

mente, & través del espacio libre 43 existente entre

la oblea 1 y la montura 34.

Se¢ ha descrito unm red de distribucidn de co=
rriente muy flexible gque puede proyectarse de manera qu¢

sea adecuada a las necesidades de corriente particulare:

- 25 -
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del cirduito integrado, Utilizando pastillasrde barra

:+  colectora, los conductores de. alimentaé¢idn de corriente:
fpueden colocarse en estrecha proximided con el conductos

'V,de'retorno de tierra o de masa en una parte principal

del circuito de distribucion.

La presente solicitud que corresponde a la

‘ prebentada en Gran Bretafia, el 20 de Noviemwbre de 1.974,
bajo el Nimero 50342, se acoge a los beneficios del
,i;Apﬁiculo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Indus-

~ REIVINDICACIONES -

Ios puntos de invencidn propia § nueva, que

86 brasentan purs que sean objeto de estam solicitud de

* ‘Patente de Invencidn en Eepafie, por VEINTE afios, sou

los que se recogen exn las reivindicaclones sigulentes:
18.~ Un dispositivo de circuito integrado

semiconductor, que comprende un sustrato semiconductor

- 26 -
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yue contiene une plurélidad de circuitos integrados
dispucstos en dos filas 4ue dofinen entre Flliu L
canal, tewicudo cada circuito, asveiado coun €1, terwmi-
nales para la alimentacion de corriente eléctrica a
ese circuito, una pluralidag de trayectorias conducto-
ras de alimentac.on de corrizute formadas en el sus-
trato, cada una de las cusles se exbiende desde un ter-—
ginal a un drea de contacto del canal, y una barra co-
lectora de corriente que pasa a 1o largo del canal ¥
que consiste en al menos un elemento de disbribucion
Go corricute wonbado en el sustrato, teniendo el o ca-
da elemento de Gistribucidn, contactos dependientes
midos s unas seleccionadas de dichas greas de contac—
t0, y comprexndiendo el o bada elemento un conddctor
de retorno de tierra y un conductor de alimentacion
de tensidn separados cléctricamente uno de otro por
una capa de material dieléctrico.

2&,~ Un dLopOSiLLVO segun 1la reivindicacion
12, en el cual Ros circullos intesrados egtan dispuoa-
tos on mas de doe filas, en el cual uia barra colec-—

tora de corriembe se e¢xtlende a 1o largo de cada canal,
entre lag filas, y ¢n el cual loe terminales de dichos
cirecuitos integrados estdn conectados por dichas tra-

yectorias de alimenbacidn conductoras a dreas de con-

tacto situadas dentro del canal, junto al circuito res-

-27 -
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ﬁectivo.

38.- Un dispositivo segun cualquier reivin-

dicacidén precedente, en el que la o cada barra colec—

tora de corriente fomprende una pluralidad de elemen—
tos de distribucidn de corriente monbados extremo

con extremo, realizandose las conexiones eléelricas
enfre elementos adyacentes mediznte trayectorias con-

ductoras formadas en el sustrato y que se extienden

& lo largo del canal, entre contactos dependientes

situados en los extremos de los elenentos.

48.~ Un dispositivo sesén la reivindica-
¢ién 38, en el que las trayectorias conductoras entre
los elementos estan configuradas para reducir al mi-
nimo lps efectos de ruido entre ellas y los conduc-
tores de geflales formedoes en el canal, bajo las tra¥, 
yectorias conductorss. =

58.- Un dispositivo segin cualquier reivin-
dicacidn precedente), en el que el o cada elemento de
distribucidn abarca al menos dos circuitos integra-
dos.

68~ Un dispositivo segin cualquier reivin-
dicaoidn pregedente, &n 8l gue log éontaotos deper
dientes del o de oada elemento eslan unldos;a dreas
seleccionadas de las drecas de contacto mefced 2 una

téenica de unidn por aplastamiento cbnirolado.

- 28 =
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T%.- Un diSpositivbrsegﬁn cualyuier reivindi-
cacidn precedente, en el.quéfel o cada elemento de dis-
tribuciénlcomprende una pastilla de material semicon-
ductor, una priuera capa de wmetal formada en la ' pasti-
1le semiconductora, une capa de dicho material dieléc-
tyrico que cubre a la primers capa de metal, y un segun-.
do pivel de metal formadé. sobre la capa dieléetrica.

58.- Un dispositivo segun la peivindicacidn

7%, en el que el material semiconductor es silicio, ¥
la primera capa de uetal es de aluminio.

9¢,- Un dispositivo sezun la reivindicacidn
8¢, en el que el Giclectrico es dxido de aluminio for-

mado por anodizacion de la superficie de la caepa de

aluminio.

108 .~ Un dispositivo segun la reivindicacion
78 o la 88, en cl que el material dieldctrico es oxido
de silicio o titanato de bardo.

118.- Un disgositivo segln una cualquiera de
1as_reivindieaciones 78 g 108, en el que el segundo

nivel de metalizacién comprende varias trayectorias

. gistintas, cada una de ellas pars allimenlar un nivel

de tensidn diferente.
128,= Un dispositiVo'sagﬁn wng ocuelgulera de
1es relvindicamciones 7% & 112, on ¢l que une capa fi-

nal de material dieléctrico cubre el segundo nivel de

- 29 =~



metal.

138.~ Un dispositivo de circuito integrado.
semiconductor.

Tal y como Se€ ha descrito en la Memoria que
antdcede, representado en los dibujos que se acompafian
y con los fines que se han especificado.

.  Esta Memoria consta de treinta ho jas escritas.

’ k3
g mequina por una sola cara.

wedrid, 14 MOV, .&925

P.A.

8.11.75/RIA.~
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